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Przedmiotem wynalazku jest uklad wejSciowy
z bramka pamieci zwlaszcza w przetworniku cyfro-
wo-analogowym do elektronicznych miernik6w
zliczajacych.

Znane dotychczas uklady wejSciowe w przetwor-
nikach cyfrowo-analogowych wykonywane byly
w postaci bramek pamieci z pojedynczym wejsciem
przystosowanym do przyjmowania napieé¢ binar-
nych ujemnych.

Zasadnicza wadg tych przetwornikéw z ukladem
wejSciowym w postaci bramki pamieci jest niemoz-
liwo§é wspblpracy z kazdym ze znanych obecnie
przyrzagdéw cyfrowych. Zakres ich stosowania
ograniczony jest do wspélpracy z przyrzadami cy-
frowymi wykonanymi na tranzystorach p-n-p.

Celem wynalazku jest opracowanie uniwersalne-
go ukladu wejSciowego z bramka pamieci zwlasz-
cza w przetworniku cyfrowo-analogowym, umozli-
wiajacym wspélprace elektronicznych miernikéw
zliczajgcych pracujacych zaré6wno w logice binar-
nych napieé dodatnich jak i ujemnych z rejestra-
torami piszacymi.

Cel ten zostal osiggniety zgodnie z wynalazkiem
przez zastosowanie w ukladzie wejSciowym dwoéch
ukladéw kluczy tranzystorowych, wtérnika. emite-
rowego i bramki pamieci, przy czym kolektor tran-
zystora Kklucza pierwszego, polaczony jest poprzez
rezystor z baza tranzystora drugiego klucza, nato-
miast kolektor tego tranzystora polaczony jest
z kolei z baza tranzystora wtérnika emiterowego,
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ktérego kolektor polgczony jest ze wsp6lnym wej-
§ciem zasilajagcym, z ktérym polgczony jest kolek-
tor tranzystora klucza pierwszego poprzez rezystor
oraz kolektor tranzystora klucza drugiego takze
poprzez rezystor. Emiter tranzystora wtérnika jest
polaczony poprzez rezystor z bazg tranzystora
bramki pamieci, a kolektor tego tranzystora jest
z kolei polaczony z wejSciem sterujacym -catego
ukladu wejSciowego oraz z przerzutnikiem pamieci
poprzez rezystor i diode wilaczong w kierunku prze-
wodzacym od tego kolektora.

Baza tranzystora pierwszego klucza polaczona
jest poprzez rezystor z wej§ciem ukiadu, przystoso-
wanym do przyjmowania z miernika zliczajgcego
napieé binarnych ujemnych, za§ baza tranzystora
klucza drugiego potgczona jest takze przez rezystor
z wejSciem ukladu, przystosowanym do przyjmo-
wania napieé binarnych dodatnich.

Uklad wejSciowy z bramka pamieci wedlug wy-
nalazku jest przystosowany do wspéipracy z przy-
rzadami cyfrowymi budowanymi nie tylko na tran-
zystorach p-n-p, ale takze na tranzystorach n-p-n.
Umozliwia wspéiprace elektronicznych miernikéw
zliczajacych dzialajacych zaréwno w logice binar-
nych napieé dodatnich jak i ujemnych z rejestra-
torami piszgcymi.

Przyktad wykonania ukladu wejSciowego wediug
wynalazku zostal blizej okre§lony na rysunku, na
ktérym fig. 1 — przedstawia schemat ideowy tego
uktadu, za$ fig. 2 — przebiegi napigeé w poszczeg6l-
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nych punktach ukladu przy binarnych napieciach
wjemnych, a fig. 3 — takie same przebiegi, lecz
przy binarnych napieciach dodatnich.

Na fig. 1 uklad wejsciowy z bramka pamieci we-
dtug wynalazku wyposazony jest w dwa uklady
kluczy tranzystorowych K, i K,, wtérnik emiterowy
W oraz bramke pamieci B,. Kolektor tranzystora
T, klucza K, polgczony jest poprzez rezystor R,
z bazg tranzystora T, klucza K, natomiast kolektor
tranzystora T, polaczony jest z kolei z bazg tran-
zystora T; wtérnika emiterowego W, ktérego ko-
lektor polgczony jest ze wspblnym wejSciem zasila-
jacym napiecia U,, ktére polaczone jest takze z ko-
lektorem tranzystora T, poprzez rezystor R, oraz
z kolektorem tranzystora T, poprzez rezystor R,.
Natomiast emiter tranzystora T; wtérnika emitero-
wego jest polaczony z baza tranzystora T, bramki
pamieci By poprzez rezystor R,, a kolektor tego
tranzystora polaczony jest z wejSciem sterujacym E
ukladu poprzez rezystor R,; oraz z przerzutnikiem
pamieci P, poprzez rezystor R,, i diode D; wlaczo-
na w kierunku przewodzacym od. tego kolektora.

Uklad wyposazony jest w wejécie A, przystoso-
wane do przyjmowania z miernika zliczajacego na-
pieé binarnych ujemnych, ktére to wejscie potaczo-
ne jest poprzez rezystor R, z baza tranzystora T,
ukladu klucza K,, za§ wejscie B ukladu polgczone
poprzez rezystor R; z bazg tranzystora T, ukladu
klucza K, przystosowane jest do przyjmowania

‘ napieé binarnych dodatnich. Napiecie regulacyjne
do uktadu klucza K; doprowadzane jest wejSciem
U,, za§ wejSciem U; doprowadzane jest napiecie
regulacyjne do drugiego ukladu klucza K, Klucze
K, i K, spetniaja role ukladu standaryzujgcego na-
piecia podawane na bramke pamieci B, przetwor-
nika, niezaleznie od poziomu i znaku napiecia wej-
Sciowego.

Dzialanie ukladu wej$ciowego wedlug wynalazku
jest nastepujace. Jezeli napiecie binarne w n-tym
kanale cyfrowym jest ujemnej polaryzacji poda-
wane jest na wej§cie A ukladu, za§ gdy napiecie to
jest dodatniej polaryzacji podawane jest na wej-
scie B. W pierwszym przypadku napiecie steruja-
ce U, ustawione jest na takiej wartoSci, Zze tranzy-
stor T, klucza K; przy stanie ,,0” na wejéciu (niski
poziom napiecia) jest nasycony, za§ przy stanie ,,1”
(wysoki poziom napiecia) jest zatkany.

Natomiast napiecie sterujace U; ustawiane jest
na takiej wartoSci, aby tranzystor T, klucza K,
znajdowal sie zawsze w stanie przeciwnym do sta-
nu tranzystora T,. WartoSci napieé sterujacych U,
i U; regulowane sa potencjometrycznie i podawane
z tych samych Zr6del na wszystkie kanaly wej§é
cyfrowych. Tranzystor T, speinia w tym wukladzie
role inwertera. Napiecie z kolektora tego tranzy-
stora podawane jest na wejscie bramki pamieci By
poprzez wtérnik emiterowy W.

W drugim przypadku, gdy do wej$cia B ukladu
doprowadzone s3a napiecia binarne dodatnie, na-
pigcie sterujace U, ustawia sig¢ na taka wartosé, aby
tranzystor T, ukladu klucza K; byl nasycony. Be-
dzie on nasycony, niezaleinie od stanu tranzystora
T, ukladu klucza K, ktérego napigcie sterujgce U,
ma taka warto$é napiecia, Ze przy stanie ,,0” na
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wejsciu (niski poziom napiecia), tranzystor T, jest
zatkany, natomiast przy stanie ,1” (wysoki poziom
napiegcia) jest nasycony. Diody D, oraz D, zabezpie-
czaja zlacza emiterowe tranzystoréw wejsciowych,

Przy takim ukladzie wejéciowym, obojetnie
z ktérego wejScia korzystajac, przy stanie ,,0” na
wejsciu tranzystor T, jest zatkany, natomiast przy
stanie ,1” nasycony. W ten spos6b uzyskuje sie
normalizacje sygnalu wejSciowego. Role bramki
pamieci spelnia inwerter na tranzystorze T, ktory
otrzymuje zasilanie kolektorowe E w postaci do-
datnich impulséw prostokgtnych. Sygnat z tega
wejscia E moze byé oczywiScie przenoszony, a wiec
bramka jest otwarta tylko podczas trwania tych
impulséw. Napiecie podawane z kolektora tranzy-
stora T, oddzialuje na przerzuinik bhistabilny Py,
stanowigcy pamieé przetwornika. Impuls kasujgcy
doprowadzany do wej$cia G tego przerzutnika po-
woduje wymuszenie stanu zerowego przerzutnika
pamieci.

Po otwarciu bramki pamieci B, w przypadku po-

jawienia sie sygnatu ,1” na n-tym wej§ciu cyfro-

wym, na kolektorze tranzystora T, nastepuje skok
napiecia od stanu nasycenia do stanu =zatkania.
Zmiana tego napiecia podana poprzez rezystor R;,
i diode D; wymusza zmiane stanu przerzutnika pa-
mieci Pp, 0 ile ten zostal wezeéniej sprowadzony do
stanu zerowego. Impulsy prostokatne doprowadza-
ne do wejScia E ukladu, otwierajgce bramke pa-
mieci oraz impulsy doprowadzane do wejScia G
podawane s z ukladu sterowania przetwornika.

Zastrzezenie patentowe

Uktad wejSciowy z bramka pamieci zwlaszcza
w przetworniku cyfrowo-analogowym do elektro-
nicznych miernik6w zliczajgcych, wyposazony w
dwa uklady kluczy tranzystorowych, wtérnik emi-
terowy i bramke pamieci, znamienny tym, ze ko-
lektor tranzystora (T;) klucza (K,;) polgczony jest
poprzez rezystor (R,) z hazg tranzystora (T,) klucza
(K,), natomiast kolektor tego tranzystora potaczony
jest z kolei z bazg tranzystora (T;) wt6rnika emi-
terowego (W), ktérego kolektor polgezony jest ze
wspélnym wejéciem zasilajacym napiecia (Uy), kt6-
re polgezone jest takze z kolektorem tranzystora
(T)) poprzez rezystor (Rs) i z kolekttorem tranzystora
(T,) poprzez rezystor (R;), natomiast emitex tran-
zystora (T;) polaczony jest z bazg tranzystora (T,
bramki pamieci (By) poprzez rezystor (R,), a kolek-
tor tego tranzystora potaczony jest z wejSciem ste-
rujgcym (E) ukladu poprzez rezystor (R,;) oraz
z przerzutnikiem pamieci (P,) poprzez rezystor (R;,)
i diode (D;) wlaczong w kierunku przewodzgcym
od tego kolektora, przy czym wejScie (A) ukladu
przystosowane do przyjmowania z miernika zlicza-
jacego napieé binarnych ujemnych, polaczone jest
poprzez rezystor (R,) z baza tranzystora (T,), z kt6-
rag polaczone jest wejScie napiecia regulacyjnego
(U;) poprzez rezystor (R,;), a wejscie (B) ukiadu
przystosowane do przyjmowania. napieé dodatnich,
polaczone jest poprzez rezystor (R;) z baza tranzy-
stora (T,), ktéra polaczona jest takze z wejSciem
napiecia regulacyjnego (U;) poprzez rezystor (Rs).
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